KP902 A,KP902B,
KP 902 W

Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung, bearb.

Feldeffekt- ' ! =

- Allgemeines

Die Transistoren KP 902 A, KP 902 B, KF 902 W sind planare Silizium-n-Kanal-Feldeffekttransistoren
mit isoliertem Gate. :

Sie sind vorgeschen fiir die Amwendung in Empfangs- und Sendegerditen im Prequenszbereich bis 400 Mz
und anderen Anlagen filr allgemeinen Einsatz.

Bauform: gemif Gehlusezeiohnung Bild 1
(hermetisches Wetall=Keramik-Gehliuge)
Betriebstemperaturbereich: =45 %C bis +85 %
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Bild 1: Bauform KP 902 A - KP 902 W
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V) Uogray = 60 V flr Ugg = 0

2) pur den Impulsbetrieb gilt: t_ & 1 ms, Q & 100

P
3) In Tempersturbereish von t g4, = +25 »+» +85 °C reduziert sich

Ipmax Linear auf 130 mA.

4) In Temperaturbereich von t 4., = +25 ... 485 °C redusiert sich
Pm linear auf 2,5 W.

B. ats []

Der minimele Abstend swischen den Litstellen an den Anschlilssen und dem GehHuse ist 1 mm.

Die Léttemperatur soll nicht 260 °c uberschreiten, die Dauer der Litung darf maximal 3 s betragen.
Wihrend des Litens ist die Wirmeableitung von der Litstelle zu sichern und das Trnnniatnmhﬂma
so0ll gegen das Auftreffen von FluBmitiel und Lot geschlitzt werden.

Wihrend des LYtens sind alle Transistoranschliisse zu verbinden (kurzzuschlieBen),

Bel der Anwendung des Transistors ist zu beachten, daB eine hochfrequente Selbsterregung mbglich
ist; es sind ggf. Messungen zu ihrer Beseitigung durchzufilhren.

Die Scheltungen, in denen die Transistoren verwendet werden, sollten einen Schutz gegen elektro-
statische Ladungen und kurzzeitige Uberlastungen haben.

Die Anschliispe dlirfen nicht verbogen cder um ihre Achse verdreht werden.

In den Schaltungen, in denen die Transistoren eingesetzt werden, sollten die Betriebabedingungen
durch einen thermischen Schutz stabilisiert werden.

Wenn die negative Sparmung an den Drainemschluf mgﬂ.-gt wird, derf der Dr-.:l.nntron 1 mAk nicht Uber=
steigen.

Bel einer Luftfeuchtigkeit von liber 98 % und Temperaturen bis 40 “E unter den Bedingungen wvon See-
Tift und tropischem Klima sollte der Transistor in einem hermetisch dichten Geriit eingesetzt wer-
den oder so gegen die Einwirkungen der Umgebung geschiitzt werden, daf der Geterestatrom einen Wert
von 3 + 1079 A nicht Ubersteigt.

" Blektrische (tamy = 25 £ 10 %) o
Kurz=- min. MEX . Ein= MeSbedingungen
zeiohen heit | Ugg Upg . z
A, mh  Hs
Vorwirtsateilheit !21 g 10 25 mi/V - 50 50 -
Ausgangsleitwert Ya0g 12 190 I,i-us i 50 50 -
Drain=Source= Inas - 10 mA (1] 50 - -
KurgachluBstrom
Gate=Restatrom Iass - 3 nA 30 v] - -
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Fortsetzung
-] K rte
Kurz- hn: mAX. Ein- . MeBbedingungen
zeichen heit | Uss  Upg 3 £
v vV . mhA  Hsz
Drain-Reststrom = | Ipey - 0,5 | ma -10 6 = %
Eingangskepasitlt’ { C,.. - 1 PP 0 25 - 1 .107
Rickwirkungska c 0 25 - Z1.107
sitht e 1 '
KP 902 A, KP 902 B - 0,6 PP -
KP 902 W | - 0,8 pF
Ausgengskspesitét | C,oq - 1 pF 0 25 - 1107
" Rauschfektor ? F - 50 50 2,5 - 108
KP 902 A ; - 6 B
KP 902 W- - 8 dB e 2
Leist ratér- | G 6,6 15,4 | a8 - 50 50 2,5 » 10°
kungs or P
Ausgengeleistung | P, 0,8 1,8 |w 0 50 = 6+ 107

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verldufe und tregen rein informativen Cherakier.
Die Angabe der 95 ‘=Grenszen dient der Verdeutlichung der miglichen Streubreite (=——— typische

" Abhiingigkeit; = === — Grenzen der 95 %~Verteilung).
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Bild 6: Bingangskepezitit in Abhingigkeit von der Drain=-Source=-Spannung
a) fir I, = 50 mA
b) fiir Uy = 0 - ;
| ]
lgs.0
T L12s " ‘08
. pF
Crzs ips=50ma : \
DF “ [ ———] o \T‘\'\.
-'-_q--""—ri-..._“ 3 "“"‘hh“
0% _l--_“___-‘— - - 04 = e
[ —— -~
ot B e ) Ry o TR
‘02 3 ' bl 02
5 n o5 20 25 30 i 5. B 5 20 25 30
— ———
ups .':'\.rﬁ.
v .

Bild T: Rickwirkungskapazitit in Abhiingigkeit von der Drain-Source~Spanmmg
a) fiir I‘DS = 50 mA :
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Bild B: Lm-hpu}tit in Abhlingigkeit vom der Drain-Source-Spannung
i]_ fir IDE = 50 mA
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Bild 9: Reuschfaktor in Abhlngigkeit von der Drain=-Source=Spannung
8) fir Ipo = 25 mA
b) fiir Ing = 50 mA
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Bild 10: Leistungsverstirkung in Abhingigkeit von der Drain-Source=5Spannung
a) Tur Ing = 25 mi
b) fir Ipe = 50 mA
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